晋城市光机电产业研究院关于组织申报

2025年度先进半导体光电器件与

系统集成山西省重点实验室

自主立项项目的通知
各有关单位：


为强化先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室对半导体光电产业的科技支撑能力，促进提升实验室原始创新能力和产出高水平创新成果，助力培育新质生产力新动能，更好支撑服务全省半导体光电产业高质量发展。根据山西省科技厅《重点实验室自主立项项目纳入省科技计划项目备案管理工作指引》（晋科规（2024）7号），《山西省科技计划项目管理办法》（晋政办发〔2021〕42号）等规定，现就组织申报2025年度先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室自主立项项目有关事项通知如下：
一、项目定位
项目面向解决先进半导体行业共性关键技术问题，围绕半导体光电材料与器件、纳米材料与器件、光机电集成技术与重大应用等研究方向，重点开展应用基础研究和前沿技术攻关，提升先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室自主创新能力，为推动山西先进半导体高质量发展提供支撑。

项目经费由先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室按协议约定拨付，项目实施期为2年。
二、研究内容
项目1：锑化物二类超晶格甚长波红外探测器芯片暗电流抑制技术研究

研究内容：基于锑化物二类超晶格红外探测器芯片工艺技术开展研究：针对甚长波探测器器件暗电流抑制困难的问题，研究等离子体刻蚀及湿法化学腐蚀对锑化物超晶格材料腐蚀形貌以及表面结构和电子状态的影响机理，降低对探测器的表面损伤；开展针对锑化物二类超晶格甚长波材料结构的干法以及湿法腐蚀技术研究，解决台面刻蚀以及干法刻蚀损伤修复技术问题，解决刻蚀工艺的均匀性以及重复性等问题；研究锑化物二类超晶格甚长波材料表面钝化技术，比较分析不同钝化材料对探测器表面漏电流抑制机理。实现技术指标：50％截止波长≥14μm，暗电流≤1E-2A/cm2。

项目2：一氧化碳气体检测的半导体激光芯片关键技术研究

研究内容：气体传感器被广泛应用到矿业、工业、医疗、环保等领域，激光方案具有灵敏度高、选择性强和实时检测等优势。本项目基于锑化物激光器低维半导体能带结构，通过研究半导体激光器的关键技术，研制一氧化碳气体检测的半导体激光芯片。主要开展激光器理论设计、外延生长、器件制备研究；开展片上气体传感的检测理论、光场特性、传输特性等研究；开展痕量气体光谱随气体压力、极端温度的变化机理研究。最终实现技术指标：激射波长范围在2.3μm，室温连续功率≥3mW，边模抑制比≥35dB。

项目3：片上集成光学超表面的二类超晶格红外偏振增强探测技术研究

研究内容：基于锑化物二类超晶格红外探测器工艺技术开展研究：基于等效介质理论和表面等离激元理论，研究偏振探测和增强探测的机理。通过锑化物二类超晶格探测器芯片制备工艺结合电子束曝光技术进行超表面结构的片上集成，实现偏振增强探测芯片的研制，并利用傅里叶红外变换光谱仪、黑体辐射源等仪器对片上集成红外偏振增强探测器进行测试分析。实现技术指标：面阵：320×256；像元间距：30μm；响应波段：中波；消光比：≥20：1；NETD≤20mK。

三、申报要求
（一）申报条件

申请人在申请项目当年不超过法定退休年龄，应具备高级技术职称或硕士以上学位，不具备上述条件的特殊优秀人员,需由2名具有高级职称的专家书面推荐。

（二）申报方式

采取网上填报与书面申报并行的方式，实行归口管理、逐级申报。项目申请人请提前与先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室联系确认后正式申报。网上填报请登录《山西省科技计划管理信息系统》填报。《山西省科技计划管理信息系统》网址：https://kjjh.kj15331.com/stpmmp/项目申请人网上填报成功后，请将系统生成的申报材料正式版PDF文件（带水印），用A4纸双面打印、依顺序把正文和附件简装成1册（一式三份）,按要求签字盖章后交先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室。

申报须知

1.网络申报相关事项请参考网络申报系统使用说明。

2.项目申报材料经组织单位（主管部门）网上确认提交后，一律不予退回重报。

3.研究内容方面疑问请咨询先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室。网络技术方面疑问请咨询网络申报技术支持单位（联系方式见下文）。

4.因软件存在版本兼容性问题，建议对特殊的公式、符号等内容采取插入图片方式录入。

5.因涉及科研诚信、限项审查、立项查验等工作，项目申请人及参与人均应使用唯一身份证件申请项目，项目申请人在填写本人及参与人姓名时，姓名应与使用的身份证件一致，并务必准确填写证件号码。对误填、错填证件编号的情况，申报将不予受理。曾使用其他身份证件作为项目申请人获得过项目资助的，应在申请书相关栏目中说明，申请单位负有审核责任。

6.纸质申报材料务必是通过系统生成、含水印的正式版PDF文件打印，使用预览版或其他文件打印的不予受理（项目申请书封面水印应只有“山西科技SXKJ”，而不应是“此版本仅供预览”“山西科技”水印的预览版）。

7.项目预算数据以“万元”为单位。

（三）材料要求

1.项目申请书中，项目申请人、申请单位、参与人、合作研究单位信息等要填写完整，并在书面材料相应位置由本人签字、单位盖章，公章名称应与项目申请书中单位名称一致。申报项目前必须与先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室达成初步合作意向。

2.须通过系统上传的附件包括：①项目申请人所在单位统一社会信用代码、开户信息和人事部门出具的在职证明；②项目申请人的学位证书及职称证明材料；③项目申请人身份证复印件（复印件上应注明申报项目名称，并本人签名）；④项目申请人提供可证明本人能力和研究水平的附件，如：承担或参与自然科学研究的项目合同书、任务书或结题批复件、已发表的论文等证明材料；⑤若项目申请涉及科技伦理与科技安全等相关问题，项目申请人应当严格执行国家有关法律法规和伦理准则，并以附件形式上传所依据的相关法律法规文件，提供单位科技伦理审查意见等相关证明。

3.项目申请人在项目执行期内超过法定退休年龄的，还应当由项目申请单位出具允许其申请且能确保项目履约实施的承诺函（如返聘、延迟退休等）。

（四）受理时间

网上填报受理期：

2025年11月18日9∶30至12月1日17∶30

纸质材料受理截止日期：

2025年12月1日（17∶30）

须知：

1.系统将在截止时间关闭，系统关闭后，任何单位和个人不得修改、补充申报材料。请合理安排申报时间，尽量避免在截止日前高峰时段提交信息。

2.网上填报未在受理期内完成提交或截止时间内（邮寄的以邮戳日期为准）未送达纸质材料的申报项目将不予受理。

四、支持额度
项目经费由晋城市光机电产业研究院承担，经费来源为晋城市光机电产业研究院自筹资金，单项资助强度50万元。

	序号
	项目名称
	总预算（万元）

	1
	锑化物二类超晶格甚长波红外探测器芯片暗电流抑制技术研究
	50

	2
	一氧化碳气体检测的半导体激光芯片关键技术研究
	50

	3
	片上集成光学超表面的二类超晶格红外偏振增强探测技术研究
	50


五、管理考核
本批自主立项项目视同“山西省创新生态服务支撑专项——创新平台基地建设专项项目”，纳入省科技计划项目备案管理，日常管理工作由晋城市光机电产业研究院及先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室具体组织实施，项目管理考核按照《先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室自主立项项目管理制度》执行。
六、知识产权
（一）本次项目申报各方原有的知识产权仍归各方所有，由于项目合作而产生的新增知识产权由双方共有，并且只有经双方均书面同意的情况下才能共同申请专利，由新产生的知识产权所带来的新增效益各方另行约定。

（二）基于本项目完成的研究论文，第一署名单位必须为本实验室，并标注项目号。中文署名为：先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室；英文署名为：Shanxi Key Laboratory of Advanced Semiconductor Optoelectronic Devices and Integrated Systems。

（三）基于本项目完成的专利，第一署名单位必须为本实验室依托单位。

七、联系方式

申报咨询：先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室

联系电话：0356-3800698
报送地址：山西省晋城市城区顺安街智创城A3栋3层晋城市光机电产业研究院

网络技术支持：山西省信息产业技术研究院有限公司

联系电话：0351-8065503、7199808

晋城市光机电产业研究院

2025年11月18日
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